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【はじめに】 4H-SiC(0001)面（通称 Si 面）を熱酸化すると 2～41012 cm-2 の「界面炭素欠陥」が

発生することが私達の最近の電子スピン共鳴分光（ESR）観察で明らかになっている[1]。この界

面欠陥は電子トラップとして働き、可動キャリアを減らす。このような可動キャリアの減少が Si

面 MOSFET における移動度劣化と結びついていると考えられる。今回は、この界面欠陥が PbCセ

ンター（界面炭素ダングリングボンド）か、それによく似た欠陥であることを報告する。 

【実験結果】 図 1(a)はドライ酸化後の自立エピ 4H-SiC 基板の ESR スペクトルである。試料棒の

Ref.信号（E’信号、g 値=2.0008）よりも低磁場側に界面炭素欠陥の信号が出現しているが、磁場

印加角度を変えると信号位置が周期的に変化することが分かった。すなわち異方性をもっている。

その異方性を調べたところ、図 1(b)のように PbCセンター（界面炭素ダングリングボンド欠陥[2]）

と一致することが分かった。PbCセンターは元々ポーラスSiCのSiC/SiO2界面で発見されたもので、

c 軸方向を向いたタイプと basal 方向を向いたタイプの 2 種類が報告されているが[2]、私達の単結

晶 SiC/SiO2界面では c 軸方向を向いたタイプだけが観測された。またポーラス SiC の PbCセンタ

ーと似たように[3]、私達の

試料でも水素アニールによ

る水素終端および Ar アニー

ルによる水素脱離が観測さ

れた。 
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Fig. 1.  (a) ESR spectra of a dry-oxidized 4H-SiC(0001)/SiO2 
interface measured for different magnetic-field angles.  (b) Angular 
map of the observed ESR centers.  
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